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Transistor JFET

1. Transistor Canal N: Polarizacion
2. Transistor Canal N: Modelo de pequefa senal
3. Transistor Canal P: Polarizacion



Estructura de un JFET Canal N ...
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Para lograr conduccion...

— Vs < 0 - Evita que la juntura PN este en directa y permite modular la SCR

— Vps > 0 — Lograr circulacion de electrones entre Source y Drain

— Hacer el mismo razonamiento para un JFET Canal P.



Simbolos para el transistor JFET
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Se identifican 3 regimenes de operacion. Para un JFET canal N, sus ecuaciones simplificadas son:

(Vp -> Tension de pinchoff

a\ Idss

Corte: VGS <Vp <0 - Ip=0

Vp < Vs < 0
Vps < Vs —Vp = Vps_,

Lineal/triodo : { ~ [, =2DBss. (VGS —Vp — %) - Vbs

Ve

_ Vp < VGS <0 V 2
Saturacion : {VDS > Ves — Vp = Vps... - Iy =lIpgs - (1 — VC‘:DS) : WS - V@

\




2
Ves
Iy =Inee - [1 =222
D = Ipss ( VP>

— Rango de V5 “acotado”
— Vg < 0 siempre

— > Corriente maxima!

Vo <lgs <0

Saturacion
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Hallar el valor de la resistencia Rz tal que la corriente de drain sea de I = 10 mA.

Datos:

- Rp=100Q - R, =10kQ
- Rg=400Q - Vp=-4V

- Vpp =10V - Ipss =25 mA

- Ip=10mA - A=0
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Hallar el valor de la resistencia Rz tal que la corriente de drain sea de I = 10 mA.

Datos:

- Rp=100Q - R, =10kQ
- Rg=4000 - Vp=-4V

- Vpp =10V - Ipss =25mA

- Ip=10mA - A=0

Comencemos definiendo tensiones y corrientes.




Hallar el valor de la resistencia Rz tal que la corriente de drain sea de I = 10 mA.

Datos: ’I
Vbp - R,=1000 - R, =10kQ 9
\OW\/AY - R¢ =400 0Q Vp=—4V
- VDD =10V IDSS = 25mA
- Ip=10mA - A=0

Re IDl > Rp

— Comencemos definiendo tensiones y corrientes.
\/@ 67 i» J1 > VDS — 0Ojo! Vg5 # V; pues el Source no esta a tierra.
\ — ﬂ) pues es la corriente de un diodo en inversa (pero
VGS no es nulal)
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Conocemos la corriente I, podemos obtene@

. LI 4 \/
Suponiendo saturacion...




— Conocemos la corriente I, podemos obtener V.

Suponiendo saturacion...

2
Vis

Ip =1 1 ——

D DSS( Vp>

L, Ip Vis < VGS)
f_: 1= (1 —=)—— V.c =—=-147V
IDSS ‘ @) l VP o




— Conocemos la corriente I, podemos obtener V.

Suponiendo saturacion...

2
VGS
Ip =1 1 ——
D DSS < Vp)

ID ‘ VGS < VGS)

f_= 1——2|= (1 -2 Vgg=—-147V
J1> VDS Ipss Vp l Vp °
\/—\J |VP| > |VGS|

Vs=4V

_ Lo

— Recordamos que |Ip| = |Ig| = 10 mAyque Vs =V, — Vs = —1.47.

L» Rg=4000Q > Ve=4V bV, =253V




— Como I; = 0, Rz1 Y R, forman un divisor resistivo en el Gate.

_ RG2 _ .
L@[DD P 253V =10V

10kQ

Rg1+10 kQ
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Como I; = 0, R;1 y R;, forman un divisor resistivo en el Gate.

. Rgo . . 10k}
Vo = Vop e = 253V =10V - 2t
RGl — 295 kQ

Falta verificar que estamos en Saturacion.

VDS=5V>VGS_VP=2'53V

Ve >V®sgﬂ



